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【手続補正書】
【提出日】平成25年8月27日(2013.8.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　ウェーハの裏側に随意の酸化物シール１２５を形成してもよい。酸化物シール１２５は
、一般的には、オートドーピングを減少しようとするものである。しかしながら、酸化物
シール１２５は、多数のエピタキシャル層成長プロセス間の多数のクリーニングプロセス
中に腐蝕し、「ピンホール」欠陥が生じる場合がある。酸化物シール１２５がこのように
腐蝕すると、酸化物シール１２５はオートドーピングを防ぐことができない。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体形成方法において、
　第１導電型のシリコンウェーハにアクセスする工程と、
　前記第１導電型のエピタキシャル層を前記シリコンウェーハの前面上で成長させる工程
と、
　前記第１導電型のキャリアをインプラントすることなく、前記エピタキシャル層をイン



(2) JP 2013-504217 A5 2013.10.17

プラントし、逆の導電型の領域を形成する工程と、
　前記成長及びインプラントを繰り返し、前記逆の導電型の垂直カラムを形成する工程と
を含む、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、更に、
　前記シリコンウェーハにインプラントを行い、前記垂直カラムと垂直方向で整合した前
記逆の導電型の領域を形成する工程を含む、方法。
【請求項３】
　請求項１又は２のいずれかに記載の方法において、更に、
　シリコン酸化物層を前記シリコンウェーハの全ての表面に付着する工程を含む、方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法において、
　前記シリコン酸化物を付着する前記工程は、前記成長工程の前に行われる、方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法において、更に、
　前記シリコン酸化物を前記シリコンウェーハの前面から除去する工程を含む、方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法において、
　前記除去工程は、前記成長工程の前に行われる、方法。
【請求項７】
　請求項４に記載の方法において、更に、
　ポリシリコン層を前記シリコンウェーハの裏面に前記シリコン酸化物に重ねて付着する
工程を含む、方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法において、
　前記ポリシリコン層を付着する前記工程は、前記成長工程前に行われる、方法。
【請求項９】
　請求項１又は２のいずれかに記載の方法において、更に、
　少なくとも６層の前記エピタキシャル層を成長させる工程を含む、方法。
【請求項１０】
　シリコンウェーハ上にエピタキシャルシリコンを成長させる方法において、
　前記シリコンウェーハの全ての表面及び縁部にシリコン酸化物層を付着する工程と、
　前記シリコンウェーハの前面から前記シリコン酸化物を除去する工程と、
　ポリシリコン層を前記シリコンウェーハの裏面に前記シリコン酸化物に重ねて付着する
工程と、
　前記シリコンウェーハの前記前側上でエピタキシャルシリコン層を成長させる工程とを
含む、方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法において、
　前記エピタキシャルシリコン層のオートドーピングを、前記シリコン酸化物層がないウ
ェーハ上でのエピタキシャルシリコンの成長中のオートドーピングと比較して減少する、
方法。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１のいずれかに記載の方法において、
　前記シリコンウェーハの全ての表面及び縁部にシリコン酸化物層を付着する前記工程と
、
　前記シリコンウェーハの前面から前記シリコン酸化物を除去する前記工程と、
　ポリシリコン層を前記シリコンウェーハの裏面に前記シリコン酸化物に重ねて付着する
前記工程と、
　前記エピタキシャルシリコン層上に別のエピタキシャルシリコン層を成長させる工程と
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、
　を繰り返すことを更に含む、方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法において、更に、
　前記別のエピタキシャルシリコン層の成長前に前記エピタキシャルシリコン層の一領域
をドーピングする工程を含む、方法。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の方法において、
　前記別のエピタキシャルシリコン層は、エピタキシャルシリコンがないことを特徴とす
る隙間を含む、方法。
【請求項１５】
　請求項１０又は１１のいずれかに記載の方法において、
　前記ポリシリコン層上で成長する任意のエピタキシャルシリコンは、前記ポリシリコン
層がないウェーハの裏側で成長したエピタキシャルシリコンよりも滑らかであることを特
徴とする、方法。
【請求項１６】
　半導体デバイスにおいて、
　バルクシリコンを含むシリコン基板と、
　前記基板の前側に付着した複数の積み重ねられたエピタキシャルシリコン層とを含み、
　前記複数のエピタキシャルシリコン層の各々が、集合して、前記半導体デバイスに垂直
ドープカラムを形成するドープ領域を含む、半導体デバイス。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の半導体デバイスにおいて、
　少なくとも６つの積み重ねられたエピタキシャル層を含む、半導体デバイス。
【請求項１８】
　請求項１６又は１７のいずれかに記載の半導体デバイスにおいて、
　前記垂直ドープカラムは、表面インプランテーションにより得ることができる深さより
も大きい深さを持つことを特徴とする、半導体デバイス。
【請求項１９】
　シリコンウェーハにおいて、
　バルクシリコンと、
　前記バルクシリコンの少なくとも一つの平らな表面及び縁部上のシリコン酸化物コーテ
ィングと、
　前記バルクシリコンの前記平らな表面上の前記シリコン酸化物コーティング上に配置さ
れたポリシリコン層とを含む、シリコンウェーハ。
【請求項２０】
　方法において、
　前記シリコンウェーハの全ての表面及び縁部にシリコン酸化物層を付着する工程と、
　前記シリコンウェーハの前面から前記シリコン酸化物を除去する工程と、
　前記シリコンウェーハの裏面に前記シリコン酸化物に重ねてポリシリコン層を付着する
工程と、
　前記シリコンウェーハの前記前面にバッファ層を付着する工程と、
　非シリコンエピタキシー層を前記シリコンウェーハの前側の前記バッファ層上で成長さ
せる工程とを含む、方法。
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